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用などから高品質化の要求が高まっていること、またシステムLSIがSIP (System in Package)で用いら
れる際、システムLSIチップは完全動作品で、高品質かつ安価なKnown Good Die （以下KGD）であ
る必要があるが、品質を確保するための実現技術については課題が多い。 
















に、ビット線負荷交互配置のメリットである広いレイアウトピッチを生かして、NMOS と PMOS によりビッ
ト線をプリチャージする新しい高速ライトリカバリーが可能なビット線負荷回路を提案している。0.5μ
m BiCMOS プロセスで 1MSRAM キャッシュメモリを試作した結果、3.3V でアクセス時間 7.8nsを得て













Margin (SNM)の劣化を抑えている。そして、書込み時に選択カラムのみのメモリセル電源 Vdd を、メ
モリセル上に配置した配線の容量を用いて強制的に引き下げる、配線容量を使ったライト・アシスト
回路を提案し、ランダムばらつきにより低下した書込みマージンを広げ、高速書込み動作を可能とし
ている。８M 混載 SRAM を試作し、Vｄｄ=1.0V でしきい値をパラメータに変化させた比較での歩留改










































を囲むレイアウトにより、近くに配置された他の回路への Cu 汚染を防いでいる。16M 混載 SRAM 試
作に適用し、ウェハレベルバーインでのストレスが十分印加された効果と、スタンバイ電流の分布がリ
ークビットリダンダンシにより 10%改善されていることを確認している。以上の高品質化技術は、システ
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